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(57) Procede pour obtenir des motifs de photore- 
sist qui ne sont pas sujets au phenomene d'ac- 
cumulation de charge. 

Le procede selon ('invention consiste a depo- 
ser sur une surface d'un substrat un film mince 
d'une solution de photoresist contenant un 
compose oxydant, chauffer le substrat et le film 
mince pour obtenir un film densifie de photore- 
sist ; former, par insolation du film de photore- 
sist a travers un masque, ('image d'un motif 
porte par le masque ; developper dans le film de 
photoresist I'image du motif; et faire diffuser 
dans le motif du photoresist une vapeur d'un 
monomere reducteur pour former un motif de 
photoresist copolymerise conducteur sur le 
substrat. 

Application a la fabrication des circuits inte- 
gres. 
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La presente invention concerne de maniere ge- 
nerate un procede de formation d'un motif de photo- 
resist sur la surface d'un substrat, et plus particulie- 
rement un procede de formation d'un motif de photo- 
resist copolymerise conducteur sur un substrat semi- 
conducteur, par exemple du silicium. L'invention 
concerne egalement une solution de photoresist 
comportant un compose oxydant convenant particu- 
lierement pour la mise en oeuvre dudit procede. 

Dans le domaine de la micro-electronique, et plus 
particuiierement dans le domaine de fabrication des 
circuits integres, il est classique pour la fabrication de 
tels circuits de recouvrir la surface d'un substrat, tel 
qu'un substrat semi-conducteur, par exemple du sili- 
cium, avec un mince film de materiau photosensible 
(generalement designe dans la technique par le ter- 
me de photoresist), de former dans ce film de photo- 
resist par photolithographie a travers un masque, une 
image de motifs voulus, et de developper I'image ain- 
si formee dans le mince film de photoresist au moyen 
d'un agent de developpement approprie. Les motifs 
de photoresist sont generalement ensuite transferes 
dans le substrat sous-jacent, par exemple, par la 
technique de gravure en plasma reactif. Enf in, le pho- 
toresist est enleve par des precedes bien connus 
dans la technique. 

Les photoresists comprennent de maniere gene- 
rale une matrice d'un materiau polymere etun compo- 
se photosensible. Le compose photosensible ou pho- 
toinitiateur devient actif par absorption d'energie en- 
tre 190 - 450 nm et induit la reticulation de la zone in- 
solee (cas des photoresists dits negatifs). Ces poly- 
meres sont solubles, s'ils n'ont pas ete exposes et 
pendant le developpement, seule la partie insolee 
reste sur le substrat et servira comme masque de gra- 
vure. 

Les photoresists dits positifs agissent a I'inverse, 
c'est-a-dire qu'ils deviennent solubles par Taction de 
la lumiere. 

Les polymeres mis en jeu sont generalement des 
novolaques, des polyimides ou des polyvinylphenols 
(ou polyhydroxystyrenes) rendus solubles ou insolu- 
bles par la lumiere sous I'effet du photo-initiateur. 

Au cours de leurs utilisations et de leurs traite- 
ments ulterieurs, les motifs de photoresist sont sou- 
vent soumis a un bombardement de particules char- 
gees. Ce bombardement, se traduit generalement par 
un phenomene d'accumulation de charges electri- 
ques (ou effet de charge) dans les films minces de 
photoresist. Dans le cadre de la microelectronique 
par exemple, ce phenomene apparaTt, notamment, 
lors de la mise en oeuvre des trois techniques suivan- 
tes : 

('observation et la metrologie des motifs de 
photoresist selon la technique de microscopie elec- 
tronique par balayage (MEB); la gravure en plasma 
reactif pour le transfert des motifs de photoresist 
dans le substrat sous-jacent; et ('utilisation de la litho- 
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graphie par faisceaux d'electrons pour I'ecriture de 
I'image latente dans le film de photoresist. 

Lors de la mise en oeuvre de ces trois techniques 
par exemple, les motifs de photoresist sont soumis a 

5 un bombardement ionique ou electronique qui induit 
un processus d'accumulation de charges electriques. 
II en resulte une degradation tres sensible des per- 
formances obtenues. On peut, par exemple, indiquer 
pour chacune de ces trois techniques, la distorsion et 

10 le manque de nettete de I'image observee au MEB et 
done I'erreur de mesure induite en metrologie MEB, 
la variation de la vitesse de gravure en fonction du 
facteur d'aspect des motifs, e'est a dire en fonction du 
rapport profondeur/ largeur, et Terreur de positionne- 

15 ment du faisceau electronique sous I'effet du champ 
electrique local. 

On sait d'autre part que le temps caracteristique 
de dispersion d'une charge electrique dans un mate- 
riau, x, varie selon ('equation x = p s ou p et s sont, res- 

20 pectivement, la resistivite electrique et la constante 
dielectrique du materiau. Par consequent, une forte 
resistivite electrique (p egal a environ 10 14 tl.cm) des 
materiaux polymeres, et done des photoresists 
conventionnels, qui generalement comprennent une 

25 matrice novolaque, augmente considerablement le 
temps d'evacuation des charges accumulees dans le 
materiau. 

Afin d'eviter ce phenomene d'accumulation de 
charge plusieurs techniques ont ete proposees, mais 
30 elles presentent toutes de serieux inconvenients. 

Dans le cadre de I'observation des motifs de pho- 
toresist par microscopie electronique par balayage, la 
solution la plus classique utilisee pour eliminer les 
charges consiste a pulveriser une f ine couche metalli- 
35 que (typiquement 20 nanometres d'or). Malheureuse- 
ment cette technique s'avere destructrice car le metal 
depose ne peut plus etre enleve. 

Une autre solution pour diminuer I'effet de char- 
ge consiste a utiliser un faisceau electronique a bas- 
40 se energie (1 keV par exemple), mais la grande ma- 
jorite des equipements existants fonctionnent a haute 
energie (20 keV). Non seulement cette technique a 
basse energie requiert un equipement specifique 
couteux, mais la resolution ultime obtenue decroit 
45 considerablement avec la diminution d'energie du 
faisceau utilise. 

Dans le cadre de la gravure en plasma reactif, il 
n'existe pas de solution technique bien etablie pour 
supprimer les variations de vitesse de gravure en 
so fonction de la geometrie des motifs a transferer, ce 
qui conduit a accepter une surgravure excessive des 
motifs les plus gros. Seule une modification des 
conditions du plasma peut reduire ce phenomene, 
mais une fois encore, au detriment du rendement du 
55 procede. 

Dans le cadre de la lithographie par faisceau 
electronique, on realise la suppression des effets de 
charge, pour un systeme tri couches, par implantation 
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d'ions (hydrogene 100 keV ou argon 40 keV) dans la 
couche inferieure. La graphitisation du photoresist qui 
en resulte, donne naissance a une certaine conduc- 
tivity electrique, permettant d'homogeneiser la char- 
ge electrique. Toutefois, cette technique s'avere tres 5 
penalisante du point de vue du debit de plaque, car les 
doses d'implantation requises sont importantes, de 
I'ordre de 10 16 atomes par cm 2 . De plus cette techni- 
que necessite un equipement extremement couteux. 
Dans le cas d'un systeme monocouche, il n'existe a 10 
I'heure actuelle pas d'autre solution que de diminuer 
fortement Tintensite du courant electronique, ce qui a 
nouveau est tres penalisant en terme de debit de pla- 
que. 

L'invention a done pour but un procede de forma- 15 
tion d'un motif de photoresist sur un substrat qui ne 
presente pas le phenomene d'accumulation de char- 
ges lorsque ce motif est soumis a un bombardement 
par des particules chargees. 

L'invention a egalement pour but de fournir une 20 
solution de photoresist contenant un compose oxy- 
dant. 

Ces solutions de photoresist modifiees, lors- 
qu'elles sont utilisees dans le procede de la presente 
invention, permettent la formation d'un motif de pho- 25 
toresist copolymerise conducteur sur la surface du 
substrat. On obtient ainsi un motif ayant une faible re- 
sistivite electrique et par consequent un temps de dis- 
sipation des charges negligeable qui evite le pheno- 
mene d'accumulation de charges decrit ci-dessus. 30 

Selon l'invention, le procede de formation d'un 
motif de photoresist sur un substrat comprend : 

le depot sur une surface du substrat d'une so- 
lution de photoresist contenant un compose oxydant 
sous forme d'un film mince, uniforme et homogene; 35 

le chauffage du substrat et du film mince de 
photoresist pour densif ier le film de photoresist; 

le placement d'un masque pourvu d'un motif 
au-dessus du film de photoresist; 

la formation, par insolation du film de photore- 40 
sist a travers le masque, d'une image latente du mo- 
tif; 

le developpement dans le film de photoresist 
de I'image du motif; et 

la diffusion dans le motif de photoresist d'une 45 
vapeur d'un monomere reducteur pour former un mo- 
tif de photoresist copolymerise conducteur sur le 
substrat. 

Le procede peut comporter en outre une etape de 
recuit classique, apres I'etape de developpement de 50 
I'image du motif dans le film de photoresist et avant 
I'etape de diffusion de la vapeur de monomere. II peut 
de plus comporter une etape de recuit avant develop- 
pement. 

De preference, le depot de la solution de photo- 55 
resist sur la surface du substrat se fait, de facon clas- 
sique, par centrif ugation de maniere a obtenir un film 
mince, uniforme et homogene ayant une epaisseur 



generalement comprise entre 0,1 et 2 um. Egale- 
ment, I'etape d'insoJation du film de photoresist a tra- 
vers le masque, s'effectue de facon classique, gene- 
ralement par insolation par une lumiere ultraviolette 
ayant une longueur d'onde comprise entre 1 90 et 450 
nm. Le masque utilise est egalement classique, par 
exemple, un masque de verre portant un motif de 
chrome. 

La duree de I'etape de diffusion de la vapeur de- 
pend de la teneur en compose oxydant de la solution 
de photoresist et de la resistivite electrique voulue 
pour le motif copolymerise conducteur de photore- 
sist. Generalement, la duree de I'etape de diffusion 
est comprise entre 2 et 10 heures. Si la duree de la 
diffusion de la vapeur de monomere reducteur est in- 
ferieure a 2 heures le motif de photoresist ne presente 
pas la conductivity voulue et si la duree est superieure 
a 10 heures il y a une degradation des motifs . 

On peut ainsi, en utilisant le procede selon l'in- 
vention obtenir des motifs de photoresist copolyme- 
rises conducteurs dont la resistivite peut diminuer jus- 
qu'a atteindre 1 Q.cm en fonction de la concentration 
initiale en compose oxydant dans la solution et la du- 
ree du traitement de diffusion de la vapeur de mono- 
mere reducteur. Les motifs de photoresist copolyme- 
rises ainsi obtenus ne donnent plus lieu a des pheno- 
menes d'accumulation de charges lorsqu'ils sont 
soumis a un bombardement electronique de type 
MEB 20 keV, et les effets de variation de vitesse de 
gravure par plasma sont fortement diminues. 

On peut utiliser comme solution de photoresist, 
toute solution classique du commerce a laquelle on a 
ajoute un compose oxydant. Ces solutions de photo- 
resist classiques comprennent generalement une 
matrice d'un materiau polymere filmogene, telle 
qu'une matrice novolaque, polyimide ou polyvinyl- 
phenol et un compose photosensible, par exemple 
une molecule du type diazonaphtoquinone. A cette 
solution de photoresist classique on ajoute un compo- 
se oxydant. Le compose oxydant, bien evidemment 
ne doit pas perturber le caractere photosensible de la 
solution de photoresist. 

Les composes oxydants utilisables dans les so- 
lutions de photoresist de la presente invention doi- 
vent : 

- oxyder le monomere 

- etre solubles dans la solution de photoresist; 

- former une solution solide homogene (sans de- 
mixion) avec les autres composants chimiques 
dans le film mince de photoresist; 

- etre chimiquement inertes vis-a-vis des reac- 
tifs photosensibles contenus dans la solution 
de photoresist; 

- etre thermiquement stables au cours des dif- 
ferents traitements thermiques que subit le 
photoresist (cuisson douce, cuisson post expo- 
sition), et notamment ne pas s'evaporer; et 

- presenter une absorbance limitee (par exem- 
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pie 0,3 nrrr 1 ) a la longueur d'onde de la lumie- 
re d'insolation, comprise generalement entre 
190 et450 nm. 
Parmi les composes oxydants ayant les proprie- 
tes ci-dessus on peut citer FeCI 3 , Fe(CF 3 S0 3 ) 3 , le p- 
fluoranil, le p-chloranil, I'o-bromanil, la dichloro-2,3 
dicyano-5,6 p-benzoquinone, Br 2 , l 2 , et CuCI 2 . On re- 
commande tout particulierement d'utiliser le chlorure 
ferrique. 

La quantite de composes oxydants introduite 
dans la solution de photoresist estfonction du compo- 
se oxydant utilise et peut etre determinee par des ex- 
perimentations de routine. Par exemple, dans le cas 
de FeCI 3 , on obtient une solution de photoresist 
convenant pour la presente invention en saturant une 
solution de photoresist classique du commerce avec 
FeCI 3 puis en melangeant, en volume, 1 partie de so- 
lution de photoresist classique du commerce avec 0,2 
a 1,5 parties de la solution saturee en chlorure ferri- 
que. 

Les monomeres reducteurs utilisables dans la 
presente invention doivent etre aisement vaporisa- 
bles et fournir des vapeurs qui soient : 

- solubles dans le film solide de photoresist; 

- capables de diff user rapidement dans ce film, 
et en particulier dans la matrice, par exemple 
une novolaque, du film de photoresist; 

- capables de reduire chimiquement le compose 
oxydant pour polymeriser in-situ dans le film 
de photoresist, en particulier dans la matrice, 
afin de lui conferer la propriete conductrice 
voulue; 

- sans effet nefaste pour la suite du procede, no- 
tamment I'etape d'enlevement du photoresist 
apres I'etape de gravure du substrat. 

Parmi les monomeres convenant pour la presen- 
te invention on peut citer le pyrrole, et ses derives, le 
thiophene et ses derives. 

Parmi les derives du pyrrole on peut citer les 
aikyl-3-pyrroles, les akylsulfonate-3 pyrroles et les 
alkoxy-3 pyrroles. Parmi les alkyl -3 pyrroles on re- 
commande le methyl-3 pyrrole, l*ethyl-3 pyrrole, I'oc- 
tyl-3 pyrrole et l'hendecanoyl-3 pyrrole. 

Parmi les alkylsulfonate-3 pyrroles, on recom- 
mande l'ethylsulfonate-3 pyrrole et le butylsulfonate- 
3 pyrrole. Parmi les alkoxy-3 pyrroles, on recomman- 
de le methoxy-3 pyrrole et i'ethoxy-3 pyrrole. 

Parmi les derives du thiophene on peut citer les 
alkyl-3 thiophenes, les alkylsulfonate-3 thiophenes et 
les alkoxy-3 thiophenes. Parmi les alkyl-3 thiophe- 
nes, on recommande le methyl-3 thiophene, l'ethyl-3 
thiophene, le butyl-3 thiophene, l'octyl-3 thiophene et 
l'octadecyl-3 thiophene. Parmi les alkylsulfonate-3 
thiophenes, on recommande l'ethylsulfonate-3 thio- 
phene et le butylsulfonate-3 thiophene. Parmi les 
alkoxy-3 thiophenes, on recommande le methoxy-3 
thiophene et l'ethoxy-3 thiophene. 

On recommande tout particulierement le pyrrole 



et le thiophene. 

Exemple de preparation d'une solution de 
photoresist contenant un compose oxydant . 

5 

A une solution de photoresist du commerce refe- 
rence IX 500 (solution dans le solvant TRP 500 de 
polymere novolaque et de diazonaphtoquinone) dis- 
tribute par la societe JSR/UCB (Japan Synthetic 

10 Rubber/ Union Chimique Beige), on ajoute jusqu'a 
saturation du chlorure ferrique anhydre vendu par la 
societe MERCK. On active la dissolution du chlorure 
ferrique par une agitation douce pendant 100 minu- 
tes, puis on laisse decanter. 

15 On melange une partie en volume de la solution 

de photoresist initiale du commerce avec une partie 
en volume de la solution saturee en chlorure ferrique 
obtenue ci-dessus et 0,4 partie en volume du solvant 
TRP 500 (melange de methylethylcetone et de mo- 

20 noethylether d'acetate de propylene glycol) prove- 
nant de la societe JSR/UCB. On active le melangea- 
ge par agitation douce pendant 1 00 minutes, puis on 
f iltre avec une ouverture de maille de 0,2 ^im. On ob- 
tient ainsi une solution de photoresist contenant un 

25 compose oxydant selon ('invention. 

Exemple de formation d'un motif de photoresist 
copolymerise conducteur sur un substrat . 

30 On depose par centrif ugation la solution obtenue 

ci-dessus sur un substrat de silicium de maniere a ob- 
tenir un film de 1 jim d'epaisseur. (La vitesse de ro- 
tation pour la centrif ugation est de 4000 tours par mi- 
nutes). 

35 On compacte le film mince obtenu par une cuis- 

son sur une plaque chauffante a 90°C pendant 1 mi- 
nute. 

On forme alors une image latente d'un motif, par 
photolithographie a travers un masque de verre sup- 

40 portant un motif de chrome a imprimer, en utilisant de 
la iumiere ultraviolette de longueur d'onde 365 nano- 
metres avec une dose d'exposition de 200 mJ/cm 2 . 

On effectue un recuit de post-exposition a 120°C 
pendant 1 minute. 

45 On developpe I'image latente formee a I'aide 

d'une dilution du developpeur du commerce TMA238 
WAfourni par JSR. Ce developpeur du commerce est 
une solution aqueuse basique (normalite 0,28N) 
contenant classiquement de I'hydroxyde de tetrame- 

50 thylammonium, KOH et NaOH. n a ete prealablement 
dilue en utilisant 4 volumes d'agent de developpe- 
ment pour un volume d'eau distillee. 

On seche ensuite la plaquette au cours d'un re- 
cuit sur une plaque chauffante. Puis, dans un cristal- 

55 Itsoir, on soumet le motif de photoresist a Taction de 
la vapeur de pyrrole pendant 5 heures. On obtient ain- 
si un motif de photoresist copolymerise conducteur 
ayant une resistivite electrique de 1Q.cm (conducti- 
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vite de 1 Siemens/cm). 

On a verif ie que ce motif copolymerise conduc- 
teur ne donne plus lieu & des phenomenes d'accumu- 
lation de charge lorsqu'il est soumis a un bombarde- 
ment electronique du type tel que la microscopie elec- 
tronique par balayage & 20 keV, et que les effets de 
variation de vitesse de gravure par plasma sont for- 
tement diminues. 



Revendications 
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1. Precede de formation d'un motif de photoresist 
sur une surface d'un substrat, par exemple en 
materiau semi-conducteur tel que du silicium, ca- 15 
racterise en ce qu'il comprend : 

- Ie depot sur la surface du substrat d'une so- 
lution de photoresist contenant au moins un 
compose oxydant sous la forme d'un film 
mince, uniforme et homogene; 20 

- Ie chauffage du substrat et du film mince 
pour densif ier Ie film de photoresist; 

- Ie placement d'un masque pourvu d'un mo- 
tif au-dessus du film de photoresist; 

- la formation, par insolation du film de pho- 25 
toresist a travers Ie masque, d'une image 
latente du motif; 

- Ie developpement dans Ie film de photore- 
sist de I'image du motif; et 

- la diffusion dans Ie motif de photoresist 30 
d'une vapeur d'un monomere reducteur 
pour former un motif de photoresist copoly- 
merise conducteur sur Ie substrat. 

2. Precede selon la revendication 1 , comprenant en 35 
outre une etape de sechage du film apres Ie de- 
veloppement de I'image du motif et avant la dif- 
fusion de la vapeur de monomere. 

3. Precede selon la revendication 1 ou 2, compre- 40 
nant en outre une etape de recuit apres I'insola- 

tion et avant I'etape developpement. 

4. Precede selon Tune quelconque des revendica- 
tions precedentes 1 ou 2, caracterise en ce que 45 
Ie depot du film mince de solution de photoresist 
s'effectue par centrifugation. 



7. Precede selon Tune quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterise en ce que Ie 
compose oxydant est choisi parmi Ie FeCI 3 , 
Fe(CF 3 S0 3 ) 3t Ie p-fluoranil, Ie p-chloranil, fo- 
bromanil, la dichloro-2,3 dicyano-5,6 p-benzo- 
quinone, Br 2 , l 2 , et CuCI 2 . 

8. Precede selon I'une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterise en ce que la va- 
peur de monomere est choisie parmi les vapeurs 
de pyrrole, de thiophene et de leurs derives. 

9. Precede de formation d'un motif de photoresist 
sur une surface d'un substrat de silicium carac- 
terise en ce qu'il comprend : 

Ie depot par centrifugation sur la surface 
du substrat de silicium d'une solution de photo- 
resist contenant une matrice novolaque, une mo- 
lecule du type diazonaphtoquinone et du chlorure 
ferrique, sous la forme d'un film mince, uniforme 
et homogene ayant une epaisseur comprise en- 
tre 0,1 et2 urn; 

Ie chauffage du substrat et du film mince 
pour obtenir un film densifie de photoresist; 

Ie placement au dessus du film de photo- 
resist d'un masque de verre pourvu d'un motif; 

la formation dans Ie film de photoresist, 
par insolation & travers Ie masque par une lumie- 
re ultraviolette, d'une image latente du motif du 
masque; 

Ie recuit du film de photoresist insole; 

Ie developpement dans lefilm de photore- 
sist de I'image du motif; 

Ie sechage du substrat et du film; et 

la diffusion dans Ie motif de photoresist 
d'une vapeur de pyrrole pendant 2 a 10 heures 
pour former un motif de photoresist copolymerise 
conducteur sur Ie substrat. 

10. Precede selon la revendication 9, caracterise en 
ce que I'etape de chauffage consiste & chauffer 
Ie substrat et Ie film mince a 90°C pendant 1 mi- 
nute. 

11. Precede selon la revendication 9 ou 10, caracte- 
rise en ce que Ie recuit s'effectue a 120°C pen- 
dant 1 minute. 



5. Precede selon I'une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterise en ce que Ie film 50 
mince de solution de photoresist a une epaisseur 

de 0,1 £ 2 ^im. 

6. Precede selon I'une quelconque des revendica- 
tions precedentes caracterise en ce que la diffu- 55 
sion de la vapeur du monomere s'effectue pen- 
dant une periode de 2 a 10 heures. 



12. Precede selon I'une quelconque des revendica- 
tions 9 ou 11 , caracterise en ce que I'etape de dif- 
fusion de la vapeur de pyrrole s'effectue pendant 
5 heures. 

13. Utilisation pour former sur une surface d'un subs- 
trat un motif de photoresist copolymerise d'une 
solution de photoresist comprenant une matrice 
de materiau polymere, un compose photosensi- 
ble et un compose oxydant capable de provoquer 
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la polymerisation d'un monomere reducteur. 

14. Utilisation selon la revendication 13, dans laquel- 
le le compose oxydant est choisi parmi FeCI 3 , 
Fe(CF 3 S0 3 ) 3 , le p-fluoranil, le p-chloranil, To- 5 
bromanil, la dichloro-2,3 dicyano-5,6 p-benzo- 
quinone, Br 2 , l 2 et CuCI 2 . 

15. Utilisation selon la revendication 13 ou 14, dans 
laquelle la matrice de materiau polymere est une 10 
novolaque, un polyimide ou un polyvinylphenol. 

1 6. Utilisation selon la revendication 1 5, dans laquel- 
le la matrice est une novolaque, le compost pho- 
tosensible est une diazonaphtoquinone et le 15 
compose oxydant le chlorure ferrique. 

1 7. Utilisation selon la revendication 1 6, dans laquel- 
le la solution de photoresist comprend, en volu- 
me, 1 partie de solution de photoresist ne conte- 20 
nant pas de chlorure ferrique et 0,2 a 1 ,5 parties 

de cette meme solution saturee en chlorure ferri- 
que. 

1 8. Utilisation selon Tune quelconque des revendica- 25 
tions 13 a 17, dans laquelle le monomere reduc- 
teur susceptible d'etre polymerise par le compo- 
se oxydant est choisi parmi le pyrrole, le thiophe- 

ne et leurs derives. 



19. Solution de photoresist comprenant une matrice 
de materiau polymere et un compose photosen- 
sible, caracterise en ce qu'elle comprend en ou- 
tre un compose oxydant choisi parmi FeCI 3 , 
Fe(CF 3 S0 3 ) 3 , la dichloro-2,3 dicyano-5,6 p-ben- 35 
zoquinone et CuCI 2 . 

20. Solution de photoresist selon la revendication 19, 
caracterisee en ce que la matrice de materiau est 

une novolaque, un polyimide ou un polyvinylphe- 40 
nol. 

21. Solution de photoresist selon la revendication 20, 
caracterisee en ce que la matrice est une novo- 
laque, le compose photosensible une diazonaph- 45 
toquinone et le compose oxydant le chlorure ferri- 
que. 

22. Solution de photoresist selon la revendication 21 , 
caracterisee en ce qu'elle comprend, en volume, so 
une partie de solution de photoresist ne conte- 
nant pas de chlorure ferrique et 0,2 a 1,5 parties 

de cette meme solution saturee en chlorure ferri- 
que. 
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